1. Judančių vieno tipo krūvininkų fotodetektorius, turintis heterostruktūrą, turinčią bent barjero, p-tipo sugėriklio, kolektoriaus ir laidumo sluoksnius  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugėriklio sluoksnis yra sudarytas išpuslaidininkinės medžiagos, turinčios bismuto atomų.

2. Fotodetektorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bismuto atomų dalis sugėriklio junginyje tolygiai mažėja, einant tolyn nuo sugėriklio sluoksnio ribos su kolektoriaus sluoksniu.

3. Fotodetektorius pagal vieną iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad heterostruktūra yra viena iš GaAsBi/GaAs, InPBi/InP, GaInAsBi/GaInAs, InGaAsBi/AllnAs.

4. Fotodetektorius pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bismuto atomų procentas GaAsBi sugėriklio medžiagoje yra tarp 5 ir 15 procentų arba kinta tarp bet kurių verčių - nuo 5 iki 15 procentų ruože.

5. Fotodetektorius pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra pritaikytas veikti viename iš IR spektroskopijos, laikinės skyros spektroskopijos, duomenų perdavimo, spinduliuotės impulsų charakterizavimo, terahercinių bangų generavimo taikymų.
